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W) (57) Abstract: Disclosed is an apparatus (2) for generating and emitting XUV radiation. Said apparatus (2) comprises a target (4)
which emits XUV radiation when hit by electrically charged particles. Said target (4) encompasses a base (18) that is provided
e at least in part with a first layer (2Q) containing a material which emits XUV radiation when hit by electrically charged particles.
According to the invention, at least one second layer (22) containing a highly electrically conductive material is provided in addition

e
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to the first layer (20).
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(57) Zusammenfassung: Eine Einrichtung (2) zur Erzeugung und Emission von XUV-Strahlung weist ein Target (4) auf, das beim
Auftreffen elektrisch geladener Teilchen XUV-Strahlung emittiert, wobei das Target (4) einen Grundkdrper (18) aufweist, der we-
nigstens teilweise mit einer ersten Schicht (2Q) versehen ist, die ein beim Auftreffen elektrisch geladener Teilchen XUV-Strahlung
emittierendes Material enthélt. Erfindungsgemass ist zusitzlich zu der ersten Schicht (20) wenigstens eine zweite Schicht (22) vor-
gesehen, die ein Material hoher elektrischer Leitfdhigkeit enthalt.
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Einrichtung zur Erzeugung und Emission von
XUV-Strahlung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung der im
Oberbegriff des Anspruches 1 genannten Art zur Erzeu-
gung und Emission von XUV-Strahlung.

Unter XUV (Extreme Ultraviolet)-Strahlung wird
Strahlung in einem Wellenl&ngenbereich zwischen etwa
0,25 und etwa 20 nm verstanden.

Derartige XUV-Strahlung wird beispielsweise bei
optischen Lithographieverfahren in der Massenproduktion
von Halbleiterchips eingesetzt.

Durch WO 2004/023512 Al sind eine Einrichtung und
ein Verfahren zur Erzeugung von XUV-Strahlung bekannt.
Die aus der Druckschrift bekannte Einrichtung weist ein
Target auf, das aus einem Material besteht, das beim
Auftreffen elektrisch geladener Teilchen XUV-Strahlung
emittiert. Die Druckschrift schlagt vor, das Target
insbesondere aus Silizium oder Beryllium zu bilden.

Die Verwendung von Beryllium ist insofern nachtei-
lig, als die von Beryllium emittierte XUV-Strahlung
nicht monochromatisch ist.

Bei Verwendung von Silizium als Target-Material
ist die emittierte XUV-Strahlung zumindest naherungs-
weise monochromatisch. Ein wesentlicher Nachteil der
Verwendung von Silizium oder anderen Halbleitern als
Target-Material besteht jedoch darin, daf sich das Tar-
get unter Umst&nden elektrisch aufléddt. Es bilden sich
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dann unter Umstanden unkontrollierte Entladungen, die
eine kontrollierte Erzeugung von XUV-Strahlung behin-
dern oder unmdglich machen.

Eine ahnliche Einrichtung zur Erzeugung von XUV-
Strahlung ist auch durch US 3,138,729 bekannt.

Durch EP 0 887 639 Al ist die Verwendung von Be-
ryllium als Target-Material bekannt.

Durch US 3,793,549 und GB 1057284 sind jeweils
Einrichtungen zur Erzeugung von Ré&ntgenstrahlung be-
kannt.

Durch US 4,523,327 ist eine Einrichtung der be-
treffenden Art zur Erzeugung und Emission von XUV-
Strahlung bekannt, die ein Target aufweist, das beim
Auftreffen elektrisch geladener Teilchen XUV-Strahlung
emittiert. Das Target weist einen Grundkérper auf, der
wenigstens teilweise mit einer ersten Schicht versehen
ist, die ein beim Auftreffen elektrisch geladener Teil-
chen XUV-Strahlung emittierendes Material enthalt. Bei
der aus der Durckschrift bekannten Einrichtung kann der
Grundkdrper beispielsweise aus Kupfer bestehen, das zum
Bilden beispielsweise teilweise mit Silizium beschich-
tet ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einrichtung der im Oberbegriff des Anspruches 1 genann-
ten Art anzugeben, die gegenliber der bekannten Einrich-
tung verbessert ist.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angege-
bene Lehre geldst.

Erfindungsgemdf’ ist zusatzlich zu der ersten
Schicht, die ein beim Auftreffen elektrisch geladener
Teilchen XUV-Strahlung emittierendes Material, bei-
spielsweise Silizium, enthalt, eine zweite Schicht vor-
gesehen, die ein Material hoher elektrischer Leitfahig-
keit enthalt. Diese zweite Schicht hat die Aufgabe, die
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auf das Target auftreffenden elektrisch geladenen Teil-
chen abzuleiten und somit eine bleibende Aufladung des
Targets zu verhindern. Dadurch, daf® das Material hoher
elektrischer Leitfaéhigkeit in Form einer Schicht auf
den Grundkdrper aufgebracht ist, ist es grundsatzlich
nicht mehr erforderlich, den GrundkOrper selbst aus
cinem Material hoher elektrischer Leitfahigkeit zu bil-
den. Das Material des Grundkdrpers kann also entspre-
chend den jeweiligen Anforderungen in weiten Grenzen
gewadhlt werden, wobei es vorwiegend auf die mechani-
schen Eigenschaften dieses Materials ankommt , bei-
spielsweise um eine ausreichende Kihlung und mechani-
sche Stabilitat des Targets sicherzustellen. Insbeson-
dere ist es auf diese Weise ermdglicht, den Grundkérper
des Targets aus einem Material herzustellen, das ko-
stenglinstiger ist als das Material der zweiten Schicht.

Form, GrdRe und Material des Grundkdrpers gind in
weiten Grenzen wahlbar. Der Grundkdédrper kann insbeson-
dere aus Metall bestehen, um gleichzeitig eine ausrei-
chende Kihlung und eine hohe mechanische Stabilitat des
Targets sicherzustellen.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungs-
gemaRen Lehre sieht vor, dafs die zweite Schicht zwi-
schen dem Grundkdrper und der ersten Schicht angeordnet
ist. Bei dieser Ausfihrungsform kann die XUV-Strahlung
emittierende Schicht insbesondere an der Oberfldche des
Targets angeordnet sein, wahrend die zweite Schicht
zwischen dem Grundkdrper und der ersten Schicht ange-
ordnet ist, so daf® die elektrisch geladenen Teilchen
unmittelbar auf die XUV-Strahlung emittierende Schicht
auftreffen.

Entsprechend den jeweiligen Anforderungen kann die
erste Schicht jedoch auch zwischen dem Grundkérper und

der zweiten Schicht angeordnet sein. Bei dieser Aus-



WO 2005/119729 PCT/EP2005/004843

10

15

20

25

30

- 4 -

fihrungsform kann insbesondere die zweite Schicht die
Oberflache des Grundkdrpers bilden, wobei die Schicht-
dicke der zweiten Schicht dann so gewdhlt ist, daR ein
Auftreffen der elektrisch geladenen Teilchen auf die
XUV-Strahlung emittierende Schicht gewdhrleistet ist.

ErfindungsgemiR kann die erste Schicht ein ein-
ziges beim Auftreffen elektrisch geladener Teilchen
XUV-Strahlung emittierendes Material enthalten. Erfin-
dungsgemaf kann die erste Schicht auch mehrere unter-
schiedliche beim Auftreffen elektrisch geladener Teil-
chen XUV-Strahlung emittierende Materialien enthalten
oder aus solchen Materialien bestehen. Erfindungsgemafs
kann die erste Schicht beispielsweise Niob, Kohlen-
stoff, Stickstoff, Scandium oder Sauerstoff enthalten.
Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der erfindungs-
gemaRen Lehre sieht vor, daf die erste Schicht Berylli-
um und/oder Molybdan und/oder Silizium und/oder wenig-
stens eine Siliziumverbindung, insbesondere ein Silizi-
umnitrid und/oder ein Siliziumkarbid und/oder metall-
dosiertes Silizium, enthdlt oder aus wenigstens einem
der vorgenannten Materialien besteht.

Eine andere vorteilhafte Weiterbildsung sieht vor,
daR die zweite Schicht wenigstens ein Metall, insbeson-
dere Kupfer, enthalt oder aus wenigstens einem Metall,
insbesondere Kupfer, besteht. Metalle stehen als ko-
stenglinstige Materialien mit hoher elektrischer Leit-
fahigkeit zur Verfigung.

Grundsatzlich ist es ausreichend, wenn das Target
der erfindungsgemaRen Einrichtung aus einem Grundkdrper
sowie wenigstens zwei Schichten, namlich der ersten
Schicht und der zweiten Schicht, besteht. Es ist jedoch
auch mdglich, daR der Grundkérper mit mehr als zwei
Schichten versehen ist. Zuséatzlich zu der ersten

Schicht und der der zweiten Schicht vorgesehene Schich-
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ten kénnen insbesondere aus einem beim Auftreffen elek-
trisch geladener Teilchen XUV-Strahlung emittierenden
Material bzw. einem Material hoher elektrischer Leit-
fahigkeit bestehen. Eine vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemafen Lehre sieht vor, daR wengistens eine
dritte Schicht zur Beeinflussung der spektralen Zusam-
mensetzung der von dem Target emittierten XUV-Strahlung
vorgesehen ist. Bei dieser Ausfiihrungsform bildet die
dritte Schicht eine Filterschicht zur spektralen Filte-
rung der emittierten XUV-Strahlung.

Andere vorteilhafte Weiterbildungen der erfin-
dungsgeméfen Lehre sehen vor, daR die erste Schicht
eine Schichtdicke von etwa 0,5-2 pum aufweist und/oder
daR die zweite Schicht eine Schichtdicke von etwa 500-
1000 pm aufweist.

Besonders bevorzugt ist eine Schichtdicke der er-
sten Schicht von 0,5-2 um. Uberraschenderweise erhalt
man bei einer solchen Schichtdicke einen optimalen Kom-
promiss zwischen der Ausbeute an XUV-Strahlung einer-
seits und einer elektrischen Ableitung der Elektronen
andererseits.

Grunds&tzlich ist es mdglich, daf die zwelte
Schicht nicht nur in der erforderlichen Weise Elektro-
nen ableitet, sondern dartiber hinaus zur Ableitung von
Warme dient. Eine Weiterbildung der erfindungsgemafien
Lehre sieht vor, daf insbesondere zwischen der zweiten
Schicht und dem Grundkdrper wenigstens eine vierte
Schicht vorgesehen ist, die ein Material hoher Warme-
leitfahigkeit enth&lt. Bei dieser Ausfiihrungsform er-
folgt die Ableitung von Warme durch die vierte Schicht,
so daR die Funktion der zweiten Schicht im wesentlichen
darin besteht, Elektronen abzuleiten.

Bei der vorgenannten Ausfiihrungsform kann die

vierte Schicht vorzugsweise aus Diamant oder derglei-
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chen bestehen und/oder eine gchichtdicke von ca. 500-
1000 pum aufweisen.

Da bei den vorgenannten Ausfihrungsformen die
sweite Schicht im wesentlichen dazu dienen kann, Elek-
tronen abzuleiten, kann die zweite Schicht bei diesen
Ausfiihrungsformen sehr dinn ausgebildet sein. Vorzugs-
weise weist die zweite Schicht eine Schichtdicke wvon
ca. 5-10 pm auf.

Ein erfindungsgeméfes Target ist im Anspruch 14
angegeben.

Vorteilhafte und zweckmdfige Weiterbildungen des
erfindungsgeméRen Targets sind in den Unteransprichen
15 bis 22 angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der beige-
flgten stark schematisierten Zeichnung ndher erlautert,
in der ein Ausflhrungsbeispiel einer erfindungsgemafien
Einrichtung und eines erfindungsgeméfen Targets dar-
gestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder in
der Zeichnung dargestellten Merkmale fir sich oder in
beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung,
unabhéngig von ihrer Zusammenfassung in den Patentan-
spriichen oder deren Riickbeziehungen sowie unabhé&ngig
von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Be-

schreibung bzw. in der Zeichnung.

Es zeigt:

Fig. 1 stark schematisisiert eine Seitenansicht
einer erfindungsgemifen Einrichtung mit
einem erfindungsgemafien Target,

Fig. 2 zur Verdeutlichung der Schichtenfolge

stark schematisiert einen Schnitt durch
ein erstes Ausfilhrungsbeispiel eines
erfindungsgemiRen Targets und

Fig. 3 in gleicher Darstellung wie Fig. 2 ein



WO 2005/119729 PCT/EP2005/004843

10

15

20

25

30

-7 -

zweites Ausflihrungsbeispiel eines erfin-

dungsgeméfien Targets.

In den Figuren der Zeichnung sind gleiche bzw.
gsich entsprechende Bauteile mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

In Fig. 1 ist ein Ausflhrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemdfen Einrichtung 2 zur Erzeugung und Emission
von XUV-Strahlung dargestellt, die ein erfindungsgema-
Res Target 4 aufweist, das weiter unten anhand von Fig.
2 nadher erliutert wird. Die Einrichtung 2 weist einen
bei Betrieb der erfindungsgeméfen Einrichtung 2 von
einem Heizstrom durchflossenen Heizfaden 6 auf, aus dem
bei Betrieb der Einrichtung 2 in dem Fachmann bekannter
Weise Elektronen austreten. Zur Blindelung der aus dem
Heizfaden 6 austretenden Elektronen zu einem Elektro-
nenstrom ist der Heizfaden 6 von einem Wehnelt-Zylinder
8 umgeben. Der von dem Heizfaden 6 ausgehende Elektro-
nenstrom wird durch eine ringfdrmige Anode 10 hindurch
in Richtung auf das Target 4 beschleunigt. Zur Be-
schleunigung der Elektronen ist eine Hochspannungsquel-
le 12 vorgesehen, die mit ihrem negativen Hoch-
spannungspol an der durch den Heizfaden 6 und den Weh-
nelt-Zylinder 8 gebildeten Kathodeneinheit liegt. Die
Kathodeneinheit kann anstelle des Heizfadens auch eine
Feldemissions-Kathode oder eine Schottky-Kathode auf-
weisen. Der positive Pol der Hochspannungsquelle 12 ist
mit der Anode 10 und dem Target 4 verbunden und liegt
an Magsse. Die Beschleunigung der von dem Heizfaden
emittierten Elektronen findet also zwischen der Katho-
deneinheit und der Anode 10 statt. Nach einem Durch-
tritt durch die ringfdérmige Anode 10 bewegen sich die
Elektronen auf das Target 4 zu, wo sie abgebremst wer-

den. In Bewegungsrichtung der Elektronen zwischen der
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Anode 10 und dem Target 4 kénnen ggf. in der Zeichnung
nicht dargestellte Mittel zur Formung des Elektronen-
strahles, insbesondere zu dessen Fokussierung und/oder
Zentrierung, vorgesehen sein.

Bei diesem Ausfithrungsbeispiel sind die Bauteile
der Einrichtung 2 in einer Vakuumrdhre 14 angeordnet,
wie dies dem Fachmann von Réontgenrdhren allgemein be-
kannt ist.

Das Target 4 emittiert beim Auftreffen des Elek-
tronenstromeé XUV-Strahlung, wie in Fig. 1 durch das
Bezugszeichen 16 angedeutet, die aus der Vakuumrdhre 14
austritt.

In Fig. 2 ist stark schematisiert ein Schnitt
durch ein erstes Ausfilhrungsbeispiel eines erfindungs-
gemaRen Targets 4 dargestellt, das einen Grundkdrper 18
aufweist, der mit einer ersten Schicht 20 versehen ist,
die bei diesem Ausfiihrungsbeispiel die dem Elektronen-
strom zugewandte Oberfléche des Targets 4 bildet und
beim Auftreffen der Elektronen XUV-Strahlung emittiert.
Die erste Schicht 20 besteht bei diesem Ausfilihrungsbei-
spiel aus Silizium. ErfindungsgemafR ist zusatzlich zu
der ersten Schicht 20 eine zweite Schicht 22 vorgese-
hen, die aus einem Material hoher elektrischer Leit-
fahigkeit besteht und bei diesem Ausflihrungsbeispiel
zwischen dem Grundkdrper 18 und der ersten Schicht 20
angeordnet ist. Bei diesem Ausfthrungsbeispiel besteht
die zweite Schicht 22 aus Kupfer, wahrend der Grundkodr-
per 18 aus Aluminium besteht, wobei die erste Schicht
20 eine Schichtdicke von etwa 0,5-2 pm und die zweite
Schicht eine Schichtdicke von etwa 1000 pm aufweist.

Erfindungsgemdf dient die erste Schicht 20 zur
Erzeugung der XUV-Strahlung, wahrend durch die zweite
Schicht 22 aufgrund ihrer hohen elektrischen Leitfadhig-

keit verhindert ist, daR sich aufgrund der halbleiten-
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den Eigenschaften der ersten Schicht 20 die Oberfléache
des Targets 4 elektrisch aufladt, was eine kontrollier-
te Erzeugung von XUV-Strahlung beeintréchtigen oder
verhindern wilirde. Darlber hinaus dient die zweite
Schicht bei diesem Ausfihrungsbeispiel zur Warmeablei-
tung. Demgegenuber dient der Grundkodrper 18 vorwiegend
als mechanischer Trager flir die Schichten 20, 22.

Die Funktionsweise der erfindungsgemafien Einrich-
tung 2 ist wie folgt:

Bei Betrieb werden die aus dem Heizfaden 6 aus-
tretenden und von dem Wehnelt-Zylinder 8 zu einem Elek-

tronenstrom geblUndelten Elektronen Uber das mittels der

_Hochspannungsquelle 12 erzeugte elektrische Feld in

Richtung auf das Target 4 beschleunigt. Beim Auftreffen
auf die erste Schicht 20 des Targets 4 emittiert diese
in der gewlnschten Weise XUV-Strahlung 16. Durch die
mit der ersten Schicht 20 in Kontakt stehende zweite
Schicht 22, die erfindungsgemaf eine hohe elektrische
Leitfahigkeit aufweist, werden die Elektronen von der
ersten Schicht 20 abgeleitet, so daf eine permanente
elektrische Aufladung der ersten Schicht 20 zuverléssig
verhindert ist.

In Fig. 3 ist ein zweites Ausfihrungsbeispiel ei-
nes erfindungsgeméflen Targets 4 dargestellt, das sich
von dem Ausflihrungsbeispiel gemé&f Fig. 2 dadurch unter-
scheidet, daf zwischen der zweiten Schicht 22 und dem
Grundkdrper 18 eine vierte Schicht 25 angeordnet ist,
die bei diesem Ausfihrungsbeispiel aus einem im Materi-
al hoher Warmeleitfahigkeit, namlich aus Diamant be-
steht und eine Schichtdicke von 500-1000 um aufweist.
Da die Warmeableitung iuber die vierte Schicht 25 er-
folgt, kann die Dimensionierung der zweiten Schicht 25
ausschlieRlich im Hinblick auf ihre Funktion, Elektro-

nen abzuleiten, vorgenommen werden. Hierzu ist es aus-
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reichend, wenn die zweite Schicht 22 eine Schichtdicke

von 5-10 um aufweist.
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1. Einrichtung zur Erzeugung und Emission von XUV-

Strahlung,

mit einem Target, das beim Auftreffen elektrisch ge-

ladener Teilchen XUV-Strahlung emittiert,

wobei das Target einen Grundkdrper aufweist, der wenig-
steng teilweise mit einer ersten Schicht versehen ist,
die ein beim Auftreffen elektrisch geladener Teilchen

XUV-Strahlung emittierendes Material enthalt,
dadurch gekennzeichnet,

daf? zusatzlich zu der ersten Schicht (20) wenigstens
eine zweite Schicht (22) vorgesehen ist, die ein Mate-
rial hoher elektrischer Leitfahigkeit enthalt.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daR die zweite Schicht (22) zwischen dem Grundkdr-

per (18) und der ersten Schicht (20) angeordnet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daR die erste Schicht (20) zwischen dem
Grundkdrper (18) und der zweiten Schicht (22) angeord-

net ist.

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daf’ die erste Schicht (20)
Beryllium und/oder Molybdan und/oder Silizium und/oder
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wenigstens eine Siliziumverbindung, insbesondere wenig-
stens ein Siliziumnitrid und/oder ein Siliziumkarbid
und/oder metalldosiertes Silizium, enthdlt oder aus

wenigstens einem der vorgenannten Materialien besteht.

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf die zweite Schicht
(22) wenigstens ein Metall, insbesondere Kupfer, ent-
halt oder aus wenigstens einem Metall, insbesondere
Kupfer, besteht.

6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf} wenigstens eine dritte
Schicht (24) zur Beeinflussung der spektralen Zusammen-
setzung der von dem Target (4) emittierten XUV-Strah-

lung vorgesehen ist.

7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf die erste Schicht (20)
eine Schichtdicke von etwa 0,5-2 um aufweist.

8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprl-
che, dadurch gekennzeichnet, daR die zweite Schicht
(22) eine Schichtdicke von etwa 500-1000 pm aufweist.

9. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf® insbesondere zwischen
der zweiten Schicht (22) und dem Grundkdrper (18) we-
nigstens eine vierte Schicht (25) vorgesehen ist, die

ein Material hoher Warmeleitfahigkeit enthalt.

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daR die vierte Schicht (25) aus Diamant besteht.
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11. Einrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daR die vierte Schicht (25) eine Schicht-
dicke von ca. 500-1000 um aufweist.

12. Einrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daf die zweite Schicht eine

Schichtdicke von ca. 5-10 um aufweist.

13. Targeﬁ flir eine Einrichtung zur Erzeugung und
Emission von XUV-Strahlung, insbesondere flr eine Ein-

richtung nach einem der Anspriche 1 bis 13,

mit einem Grundkdrper, der wenigstens teilweise mit
einer ersten Schicht (20) versehen ist, die ein beim
Auftreffen elektrisch geladener Teilchen XUV-Strahlung

emittierendes Material enthalt,
dadurch gekennzeichnet,

daR zusatzlich zu der ersten Schicht (20) wenigstens
eine zweite Schicht (22) vorgesehen ist, die ein Mate-
rial hoher elektrischer Leitfahigkeit enthalt.

14. Target nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daR die zweite Schicht (22) zwischen dem Grundkdrper

(18) und der ersten Schicht (20) angeordnet ist.

15. Target nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die erste Schicht (20) zwischen dem
Grundkdrper (18) und der zweiten Schicht (22) angeord-

net ist.

l6. Targeﬁ nach einem der Ansprliche 13 bis 15, dadurch
gekennzeichnet, daR die erste Schicht (20) Beryllium
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und/oder Molybdan und/oder Silizium und/oder wenigstens
eine Siliziumverbindung, insbesondere ein Siliziumni-
trid und/oder ein Siliziumkarbid und/oder metalldosier-
tes Silizium, entha&lt oder aus wenigstens einem der

vorgenannten Materialien besteht.

17. Target nach einem der Anspriiche 13 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, daf die zweite Schicht (22) wenigstens
ein Metall, insbesondere Kupfer, enthdlt oder aus we-
nigstens einem Metall, insbesondere Kupfer, besteht.

18. Target nach einem der Anspriche 13 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, da® wenigstens eine dritte Schicht (24)
zur Beeinflussung der spektralen Zusammensetzung der

von dem Target (4) emittierten XUV-Strahlung vorgesehen

ist.

19. Target nach einem der Anspriche 13 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, daR die erste Schicht (20) eine

Schichtdicke wvon etwa 0,5-2 um aufweist.

20. Target nach einem der Anspriiche 13 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, daR die zweite Schicht (22) eine
Schichtdicke von etwa 500-1000 pm aufweist.

21. Target nach einem der Anspriche 13 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, daR insbesondere zwischen der zweiten
Schicht (22) und dem Grundkdrper 18 wenigstens eine
vierte Schicht 15 vorgesehen ist, die ein Material ho-
her Warmeleitfdhigkeit enthalt.

22. Target nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,
daR die vierte Schicht (22) aus Diamant oder derglei-
chen besteht.
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23. Target nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die vierte Schicht (25) eine Schichtdicke

von ca. 500-1000 pm aufweist.

5 24. Target nach einem der Anspriche 21 bis 23, dadurch
gekennzeichnet, daR die zweite Schicht (22) eine

Schichtdicke von ca. 5-10 um aufweist.
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